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【はじめに】半導体ダイヤモンドは究極のワイドギャップ半導体材料として注目されているが、

金属／n
+型ダイヤモンド接合の高接触抵抗という課題がある[1]。我々は Ti／n

+ダイヤモンド界面

に形成される TiC膜に注目し調査を行ってきた[2]。その結果、金属／n
+ダイヤモンド接合界面の

不純物濃度制御の検討が重要であると考えた。そこで本研究では、金属／Si に対してショットキ

ー障壁変調の効果が確認されている不純物導入[3]の手法をダイヤモンドにも採用し、その影響に

ついて検討した。 

【実験方法】n
+型ダイヤモンド基板（P 濃度 8×10

19
cm

-3）上に、スパッタリング法を用いて膜厚

0.67nm の Ni3P とその上に膜厚 1.9nm の Si を堆積し、続いて原子数比が 1：2 となるよう膜厚

0.50nmの Ni と膜厚 1.9nmの Si を交互に 15層ずつ堆積し、さらに膜への酸素の侵入を防ぐキャ

ップ層として膜厚 50nmの TiNを堆積させた。その後、接触抵抗評価のために Circular TLM 法[4]

の電極構造をリフトオフにより形成し、熱処理を行い I-V特性を測定した。 

【実験結果】上記の積層構造（sample①）とそのレファレンスとして用意した 2つの試料、そし

て従来の TiC電極の構造を Fig 1 に、それぞれの試料の I-V特性を Fig 2 に示す。Fig 2 より不純

物を導入したことで我々の従来のアプローチより大きな電流を流すことに成功した。 
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Fig 1. Structure of electrodes Fig 2．I-V characteristics measured with the 

Circular TLM method 

n+diamond

Sample ①

TiN(50nm)

・・

Si(1.9nm)

/Ni(0.50nm)

Ni3P

(0.68nm)

Reference ①

・・

Ni3P

(20nm)

×15 layers

n+diamond

TiN(50nm)

×16 layers

Reference ②

n+diamond

TiN(50nm) ・・

C(0.45nm)

Ti(0.83nm)

x 18 layer

n+diamond

TiC electrode
2-2 40-4

Voltage (V)

C
u

rr
en

t 
(

A
)

0

8

-4

-8

4
Sample ① (anealed at 850oC)

Reference ① (800oC)

TiC elctrode (850oC)

Reference ② (875oC)

Circular TLM method

diameter:180m

gap:20m

第 60 回応用物理学会春季学術講演会　講演予稿集（2013 春　神奈川工科大学）

Ⓒ 2013 年　応用物理学会

28p-PB2-1

14-001


